Elektrik Elektronik Miihendisligi Boliimii

Devre Analiz-1l Lab.

Hafta2: Siniis Geriliminde Aktif Gii¢

1.1 Siniis Gerilimde isleyici Verim

Genel

Sinus bir alternatif gerilim saf bir ohm direncine baglanirsa gegen alternatif akim
da sinus olur . Degisik gerilim ve alternatif akim ayni yondedirler , yani ikisi de ayn

anda en (st ve en

u degerlerine varirlar . Saf ohm
f dirende tiiketilen verime

u;l igleyici verim denir . Akim ve

gerilimin ¢carpimidir .

t —
Sekil:1.3.1
P=U.I P; p =isleyici verim, birim
w
P=12.R U; u = gerilim, birim VvV
P=U?/R
(efektif degerler) I;i = akim, birim A
P=u.i
(an degerleri) R = ohmdirenci, birim
Q

Verimin gidisi gerilim ve akimin an degerlerini carparak cizgi gtafiginde
gosterilebilir .

Odev
Bir ohm direncinin gerilim ve akim gidisleri osiloskopla gosterilecek , gidigler
hazir bir sekile gecirilecek ve an degerleri carpilarak verim egrisi ¢izilecek .

Verim egrisi neyi gosteriyor ?

Verimin efektif degeri ne kadar ?
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Devre Semasi

(e, I‘ -0 A —=Y;4
u 1kQ2
Usg=77V _ocC 1
Un 100Q
o 0 B —Y,
osiloskop

Sekil 1.3.2

C dl¢ii noktasinin kullanilan Cihazlarin ( Sinyal Jeneratorii , osiloskop ) topragi A
veya B uzerinden noktalarina baglanmamasi 6nemlidir , gerektiginde ayirici
transformator kullanilacak .

Devredeki 100 Q direng 6l¢gme direncidir . Buna bitisik olan gerilim Uy her iki
direngten geg¢en akima dogru orantilidir . Akim su formiille hesaplanir ( ohm
kanunu ) :

|M=UmlRM=Uml1OOQ

U ve Uy gerilimlerini ayni anda gosterebilmek igin toprak noktasi 1 kQ ve 100

Q direncglerinin arasina bagh . Burada dikkat edilmesi gereken nokta : iki gerilimin
arasindaki faz kaymasi 180 derecedir . ikisinden biri osiloskopta ters gevrilince
gerilimlerin gidisi dogru gosterilir ( deneyde gerilim Uy ; kanal 2 ; Y;).

Parcalar ve Olgii Cihazlari

* 1direng100Q (2W)

* 1direng1 kQ (2W)

* 1 Montaj Paneli (Cokesen ES01...ES04)
* 1 Sinyal Jeneratori

* 1 osiloskop

» figler ve kablolar
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Deneyin Yapilmasi

Deney 1.3.2 semasina gore kurulup Sinyal Jeneratorii baglanacak ve osiloskopla
asagidaki gerilim ayarlanacaktir :

Us = 7,7 V(siniis); f = 1kHz .
Osiloskopun baglanmasi :

Olcui noktasi A ile kanal 1 (Y1)

Olcu noktasi B ile kanal 2 (Y2) , ters gevrilmis
Olgii noktasi C topraga

Osiloskopun ayarlanmasi :

Zaman sapmasi x : 0,1 ms / bolim

Kanal 1 (Y;):2 V/bodlum ( gerilim U)
( 6lgme gerilimi Uy - - - -> akim |,)

Kanal 1 ve kanal 2 sifir gizgileri ortaya getirecek .
Trigger : Y4
Goriinen gerilim gidisleri 1.3.4 sekline gegirilecek .

u,uy,ive p an degerleri 1.3.3 cetvelinde gosterilen zamanlarda bulunacak ve
bundan sonra verim egrisi ¢izilecek .
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Sonuglar ve Degerlendirmeler

Zaman t (ms)

Gerilim u (V)

Gerilim uy (V) | Akim (mA)

isleyigi Verim p (W)

0

0,1

0,15

0,25

0,35

0,4

0,5

0,6

0,65

0,75

0,85

0,9

1,0

Cetvel 1.3.3
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Degerlendirmeler:

Efektif degerlerin ve verimin hesaplanmasi :

P=U.I

P =

veya
P=U, .1, /2

U=U, =1/2

=1 .1/2




